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次々世代の超高効率・低コスト太陽電池の実現に向けて、新しい概念に基づくマルチバンド太陽電池を

開発するため、ZnTe 系材料をベースとした高不整合材料によるマルチバンドギャップ半導体の創製と高

効率太陽電池への応用を目的とした研究を行った。 
キーワード：太陽電池, 高不整合材料, マルチバンドギャップ, ZnTe 
 
１．目的 

高不整合材料とは、ホスト材料に対して電気陰性度の大きく異なる元素をわずかに（～5%）導入した

材料のことで、この元素の存在によりホスト材料の物性が大きく変化する。具体的には、ZnTe 中に酸素

を導入すると、局在する酸素に起因したバンドが、ZnTe のバンドギャップ中に形成され、3 つの光吸収

過程を創出できる。これにより 1 つの材料でありながら太陽光スペクトルを幅広く吸収することができる

ので、従来の効率の壁(Shockley–Queisser limit)を打ち破る超高効率化が期待されている。本研究では、

ZnTe をベースとした高不整合材料による新たな超高効率太陽電池実現に向けた基礎研究を推進するため、

イオン注入を用いて ZnTe 中に酸素を導入し ZnTeO 混晶を創製することで、その基礎物性を明らかにす

ることを目的とした。 
 
２．方法 
 ZnTeO 薄膜は、ZnTe(100)基板に酸素イオンを加速電圧 200,80,30keV にて多重注入することで、表面

から 400nm 程度の厚さまで酸素濃度が均一となるように予め計算して作製した。ここで酸素イオンの総

ドーズ量を変化させることで、試料中の酸素濃度 x を 0～3%まで変化させた。酸素イオン注入後、試料

は KrF レーザーを用いたパルスレーザ溶融法(PLM:Pulsed Laser Melting)により再結晶化を行った。薄膜

の評価には、高分解能 X 線回折、フォトレフレクタンス(PR)、光透過率・反射率測定を用いた。 
 
３．結果及び考察 
図 1 に酸素濃度 x を 0～3%の範囲で変化させた ZnTeO の X 線

回折プロファイルを示す。酸素の添加により ZnTeO(004)面からの

回折ピークが高角度側に表れており、酸素導入により格子定数が

小さくなっていることが分かった。また、基板である ZnTe(004)
面からの回折ピークの低角度側にブロードなピークが観測されて

いることから、注入した全ての酸素が Te サイトを置換しているわ

けではなく、一部は格子間に留まっている可能性が示唆された。

室温にて PR スペクトルを測定した結果、酸素濃度が増加すること

により、1.8eV 付近および 2.4eV 付近にE-および E+バンドに起因

する新たなピークが観測された。ZnTeO の光吸収特性に関する知

見も得ることができた。 
今後、太陽電池構造の試作と評価などを進めていく予定である。 
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図 1  酸素濃度の異なる ZnTeO 薄膜の 
X 線回折プロファイル 
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